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１．概要（Summary） 
表面活性化接合により電極付SiウエハとGeウエハを接

合し，その接合界面の特性評価をした． 

接合界面には4 nmほどのアモルファス層が観察され，

Si，Ge，Ar，Feなどが検出された．検出ArはAr-高速原

子ビーム(FAB)により打ち込まれたためと考えられ，検出

FeはFAB照射筐体やウエハ固定治具などがFABにより

エッチングされ混入したためと考えられる． 

また I-V特性の測定結果から，接合界面の抵抗は

4×10-3~1.6×10-2 Ωであり，SABにより電気的な障壁の小

さい低抵抗接合界面が得られていることが分かった．高

性能ヘテロ接合フォトダイード等への応用が期待される． 

 

２．実験（Experimental） 
表面活性化接合によりAg電極付 p-Geウエハと

Au/Ti/Al電極付n+-Siウエハを接合した．接合後，走査

型超音波顕微鏡（SAM）で観察し，ボイドのない部分から

チップを切り出し，接合界面を透過型電子顕微鏡（TEM）

で観察した．同様にボイドのない部分から3 mm角のチッ

プを切り出し，電流電圧（I-V）特性を-100 mA~+100 mA
の範囲で測定した．  

 
３．結果と考察（Results and Discussion） 

Fig. 1 は接合サンプル界面の TEM 像である．接合界

面には 4 nm ほどのアモルファス層が存在した．さらに界

面のエネルギー分散型X線分析（EDS）により，界面には

Si，Ge，Ar，Fe などが含まれていることが分かった．検出

Si，Ge は接合ウエハによるものと考えられる．検出 Ar は

Ar-FAB により打ち込まれたためであると考えられる．検

出 Fe は FAB 照射筐体やウエハを固定する治具などが

Ar-FAB によりエッチングされ混入したためと考えられる． 

 

 

 

Fig. 1 TEM micrograph of Bonding Interface 
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